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《論文概要》 

 チップ内光インターコネクションは、近年の LSI 信号処理高速化のボトルネックとなり

つつあるグローバル電気配線と代替することで、信号遅延減少化や低消費電力化が可能と

なる技術として期待されている。その中でも CMOS技術を一部転用できることから集積性

に有利であるシリコンフォトニクスが広く研究されている。しかし現在の LSI ロジック層

は局所的に 100℃を超えることが知られており、一般的に研究されているシリコンフォトニ

クス技術を利用すると、シリコン有する比較的大きな屈折率温度依存性に起因する不安定

な波長特性が課題となってくる。そこで本研究では Fig.1の様にシリコンではなく中央クラ

ッド材料に強く光を閉じ込めることができるスロット導波路構造を採用し、クラッド材料

に LSI 層間絶縁膜としても用いられ、負の屈折率温度依存性を有するベンゾシクロブテン

(BCB)を用いることで温度無依存導波路を実現することを提案・実証した。スロット導波路

の中央ギャップ幅を変化させることで両材料の光閉じ込め係数を制御することが可能であ

り、およそ 95±5 nmの時に屈折率温度係数が 4.20×10-6 /K以下と低減する結果を得た。

実際に、本構造を有するリング共振器を作製し、十分実用的な値である-0.6pm/Kまで低減

することに成功した(Fig.2)。 

 

       Fig.1 スロット導波路構造          Fig.2 選択波長温度依存性 
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